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【はじめに】 

 我々は、UHV 高周波マグネトロンスパッタリ

ング法により、Al2O3基板を用いた ZnO 単結晶層

の成長を行っている。前回は、a 面 Al2O3基板上

の ZnO 層の大気アニール処理について検討を行

った。今回は、c面 Al2O3基板上に成長した ZnO 

層の大気アニール処理を行ったので、その結晶性

や表面形態、電気的特性について報告する。 

 

【実験方法】 

 ZnO 層の成長には、UHV 高周波マグネトロン

スパッタリング装置を用いた。反応ガスには Ar

ガス(6-N)を、ターゲットには ZnO 焼結体(5-N)を

使用し、投入電力を 100 W、成長圧力を 15 mTorr

一定として成長を行った。成長した ZnO 層は、

大気中でアニール処理を行った。ZnO層は、XRD

により結晶性を、AFM により表面形態を評価し

た。また、電気的特性についても調べた。 

 

【実験結果】 

 図 1 に、as-grown とアニール処理した ZnO 層

の(0002)面における XRC FWHM値を示す。アニ

ール処理を行うことにより、アニール温度

700~1000 ℃の範囲では FWHM値が減少し、配向

性が向上していることが解る。また、800 ℃と

1000℃でアニール処理したZnO層表面のAFM像

をそれぞれ図 2(a),(b)に示す。800℃では粒子状の

表面形態が見られるが、1000 ℃では表面が平坦

化していることが解る。その他の結果については

当日報告する予定である。 

図 1 ZnO層の(0002)面における XRC FWHM値 

(a) 800 ℃ 

図 2 アニール処理した ZnO層表面のAFM像 

(b) 1000 ℃ 
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